Memristor
- ctvrta zakladni soucastka?
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Rezistor (odpor)
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Kapacitor (kondenzator)

dO0=C-dU [C F:V] di:C-Cii—i] [A:F:V: 8]




Induktor (civka

dO=L-dl [Wb:H:A] dU:L% [ 2 - 23]
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Magneticka indukce [T]

Hysterezni krivka civky

e

Intenzita magnetického pole [A/m]



Memristor

dO=M-dO [Wb:—:C]
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Historie memristoru

1971, Leon Chua
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ODbjev

#2008, laboratoe IBM

-~ ** 50nm pasky TiO>
»  propojené platinovym
paskem

bulletin 2/2009



4. pasivni soucastka?

dO=M-dO [Wb:—:C]

» Nelinearni

» Vztah sinusového napéti k proudu
nelze vyjadrit pomoci tazoru

» Kde je magneticky tok?



Soucasné ne-volatilni
pameti

Control Gate Oxidschicht

Floating Gate

Drain

VyuZzivaji se tranzistory s "plovoucim" hradlem kde jsou privedené elektrony
"uvéznény"

Mazani probiha privedenim vysokého napéti na CG, kdy jsou elektrony
"vypuzeny" kvantovym tunelem



RE-RAM paméti

(Resistive Random Access Memory)
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Prvni komercni produkt - osmibitovy mikroprocesor Panasonic MN101L
0.18 um vyrobni proces4KiB RAM, 64 KiB RE-RAM (program i data),

taktovani 10 MHz, odhadem 100k prepisti proti 10k u EEPROM, 10ns pro zapis
(1/5 ¢asu EEPROM) => 50% uspory energie, "trvanlivost" dat 100 let (10 let*)



..RE-RAM paméti

Nahrada za RAM paméti
- experimentalni architektura z
univerzity Lausanne, Svycarsko

100nm CMOS technologie; 1.5 um?
Al/T102/Al rezistory
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Dalsi vyuziti memristoru



